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El invento se refiere a un método de fabricar un 
dispositivo semiconductor, en el que un cuerpo semiconductor 
es provisto en un lado de una capa de enmascaramiento resis­
tente a los agentes de ataque químicos y a la oxidación y 
el cuerpo semiconductor es sometido a un tratamiento de ata­
que químico por medio de la capa de enmascaramiento para ob­
tener rebajos en el cuerpo semiconductor y a un tratamiento 
de oxidación.

El invento se refiere además a un dispositivo se­
miconductor fabrioado por medio del método mencionado.

El método anteriormente citado se utiliza en la 
fabricaoion de dispositivos semiconductores por medio de la 
técnica llamada de Locos, que es una abreviatura de "local 
oxidation of Silicon" ("oxidacián local de silicio"), en la 
que por oxidación de un cuerpo de silicio por medio de una 
oapa de enmascaramiento resistente a la oxidaoion.que oontie- 
no nítruro de silicio se pueden obtener capas de axido rela­
tivamente gruesas que están parcial o totaümente insertas en 
el cuerpo de silicio.

El método mencionado en al preámbulo se describe, 
por ejemplo, en un artíoulo de J. A. Appels, B. Kooi, M. M. 
Paffan, J. J. H. Sohatorjá y W. M. C. G. Verkuylen en —  
"Philipa Research Reporta", volumen 25, páginas 118 a 132 
(1.970), en el que, con el fin de obtener la capa de oxido 
inserta, se forman rebajos por ataque químico en el cuerpo
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'3̂ silicio, antes de la oxidación, utilizando una capa de 
&saaá!earamíent3 que wntiene nitrura de silicio en ealidad 
da máscara 3e ataque químies,

Arante el tratamiento de ataque químico el si­
licio 3a debajo de la capa de enmascaramiento es atacado 
ûí̂ í..mamante tambics y ello en una distancia que es aproxi­

madamente igual a la profundidad del rehago, por ejemplo,
1 /¡%H. En este caso se obtienen bordes de la capa de enmas- 
jí-iramiê to que sobresalen por encima de los bordes de los 

rabagas*
Ss ha visto que despuss del tratamiento de oxi­

dación dl^os bsrdas pueden presentar grietas, particular­
mente en el oaso de ángulos grandes en la capa de enmascara­
miento. Estas grietas pueden extenderse desde el borde hacia 
dentro en la capa y deteriorar la calidad de la capa de en­
mascaramiento cuando la misma se utiliza en procesos ulterio­
ras!, par ejemplo, cuando se utiliza como enmascaramiento en 
rn 'tratamiento posterior de difusión y/o: tiene que cumplir 
uua fMKe&és en el diapositiva semiconductor definitivo, por 
í<j#!5plo al paaivar la superficie del semiconductor. En el ar­
tículo anteriormente mencionado se indica que pueden refre- 
ráí-ae las grietas en una capa de enmascaramiento que contiene 
'JLtrwo do silicio formando aitraro de silicio o tratando la 
.jopa formada a una temperatura que sea igual o superior a la 
temperatura que se utiliza durante el tratamiento de oxidación.



Sin embargúese ha visto que esta medida no siem­
pre proporciona una solución satisfactoria o bien no puede 
utilizarse debido a procesos ya realizados.

Un objeto del invento es impedir que se produz- 
5 can grietas en la capa da enmascaramiento resistente a los 

'.gentes de ataque químicos y a la oxidación al menos en la 
mayor parte sin realizar un tratamiento térmico.adicional.
Se basa esto en el reconocimiento del hacho de que, aun cuan­
do los bordes da la capa de enmascaramiento no forman en sí 

10 mismos impedancia durante el tratamiento de oxidaoión, dichos 
bordes no cumplen tampoco ninguna función esencial para mu­
chas aplicaciones.

El método descrito en el preámbulo se caracteriza, 
por tanto, porque los bordes de la capa de enmascaramiento 
que sobresale por encima da los rebajos se eliminan después 
del tratamiento de ataque químico y antes del tratamiento 
da oxidación.

Se ha visto que con el metido de aouerdo con el 
invento la oapa da enmascaramiento después del tratamiento 

20' de oxidaoión esté sustamoialmente exenta de grietas, lo que 
constituye un resultado que es tanto més chooante cuanto que 

: - también con el método de aouerdo con el invento el material
-- semiconductor se oxida ligeramente por debajo de la capa de 

enmascaramiento, en la cual el mismo puede ser levantado por 
. 25 la oapa de óxido en formación.
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La eliminación de loa bordes es de particular im- - 
p-artanoía cuando en la superficie de la capa de enmascara­
miento los bordes de dicha capa forman al menos un ángulo 
que es mayor de 1802 y que preferiblemente es de unos 2702 $

3 Los bordes mencionados pueden eliminarse, por
ejemplo, medíante un tratamiento ultrasónico. Sin embargo., 
en este caso existe la posibilidad da que- permanezcan resi— 
dúos da los bordes en los rebajos y/o sólo se rompan como si ' 
ae deshilacharan.

ID En una realización preferida del método de acuer­
do con el invento los bordes salientes de la capa de enmas­
caramiento se eliminan, por tanto, por medio de un tratamien­
to de ataque químico que es específico para dicha capa.

Se utiliza preferiblemente una capa de enmasbaramien— 
15 to que contiene nitruro de silicio. La oapa de enmascaramiento 

no necesita consistir en un material, sino que puede estar com­
puesta tambión de una pluralidad de capas componentes.

Por ejemplo, se utilizan capas de enmascaramiento 
que contienen una oapa de nitruro de silicio y una capa de óxi- 

20 do de silicio, estando la oapa última contigua al cuerpo semi­
conductor. La oapa de nitruro de silicio puede estar oubierta 

- temblón con una oapa de óxido de silicio.
Cuando se atacan químicamente los bordes de una capa 

de enmascaramiento que consiste sólo en nitruro de silicio,
25- por ejemplo, el ataque quimico.se lleva a cabo en ácido fosfi-
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rico caliente, en el que se áisuelve el "borde unas dos veces 
más rápidamente que el resto de la capa de nitruro de sili­
cio, ya que es atacado por dos lados. Naturalmente, deberá 
tenerse en cuenta al disponer la capa de nitruro-de silicio 

5 que en este y en los dos casos subsiguientes el resto de la 
capa se disuelve también en parte al eliminar por ataque - 
químico los bordes...

Cuando se eliminan por ataque químico los bordes 
de la capa de enmascaramiento que consta de nitruro de sili- 

10 oio con oxido de silicio dispuesto debajo, se puede disol** 
ver específicamente primero la parte del borde que consta 
de oxido, seguido por la disolucién del nitruro da silicio.

Además, si está presente todavía éxido de sili- 
oio sobre el nitruro de silicio y si éste no necesita ser 

13 retenido, el procedimiento se lleya a cabo como se ha des­
crito en el caso preoedente. ,

Si el oxido sobre el nitruro debe permanecer 
intacto al menos en pa&te, el espesor del oxido situado so­
bra el nitruro ha de ser mayor que el del oxido situado de- 

2G ' bajo del nitruro.
. , En este caso no es necesario tomar medidas espe- 

\ * olalea para el espesor del nitruro de silicio aplicado, ya 
__ que en este oaso, sucesivamente, la parte del borde que cons­

ta da éxido y está situada debajo del nitruro puede ser eli- 
minada por ataque químico por un lado, la parte del borde
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que consta 3e mitruno puede ser eliminada por ataque quí­
mico por un lado y la parte del borde que consta de oxido 
y está situada encima del nitruro puede ser eliminada por 
ataque químico por dos lados.

5 La ventaja de lá realización preferida por medio
del ataque-químico es que los bordes se eliminan por com­
pleto. Además, no os necesaria una operación adicional de 
enmascaramiento y alineación para la eliminación.

El invento se refiere además a un dispositivo - 
10 semiconductor fabricado por medio del método de acuerdo con 

el invento.
- Con objeto de que el invento puede llevarse fácil­

mente a la práctioa, se describirá ahora una realización del 
mismo, con mayor detalle y a título de ejemplo, haciendo re- 

1$ ferenoía -a los dibujos que se acompañan, en los que:
Las figuras 1 a 3 son vistas diagramáticas en - 

planta de una parte de un dispositivo semiconductor en etapas 
sucesivas de fabricación por medio del método y de acuerdo * 
con el invento, y

20 la figura 4 es una vista en sección de una parte
de un dispositivo semiconductor fabrioado por medio del má-" 
todo de aouerdo oon el invento y tomada por la línea IV-IY 
de la figura 3. '

A continuación se describirá a modo de ejemplo la 
23 fabrioaoión de un elemento da circuito que consta de dos tran-
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sistores MOS en paralelo que tienen sus regiones de alimen­
tación y sus regiones de salida conectadas para formar una 
región de alimentación común y una región da salida común.

Las regiones de puerta están separadas y la to- 
$ talidad de las regiones mencionadas está rodeada por capas 

de oxido insertas.
El-número de referencia 33 cíe la figura 3 desig­

na el- eleotrodo de alimentación para la región de alimenta­
ción común(denotada por el rectángulo de trazo interrumpido 

10 12,-11, 3,'4), el número de referencia 34 designa el elec­
trodo-de''salida para la región de salida común (denotada por 
el rectángulo de trazo interrumpido 1, 2, 10, 9) y los núme­
ros de referencia 35 y 36 designan los electrodos de mando 
mutuamente separados de los transistores MOS en paralelo,

15 cuyos electrodos de mando cubren las regiones de oanal deno­
tadas por los rectángulos de trazo interrumpido 9, 5, 8, 12 
y 6, 10, 11, 7, respectivamente. Los electrodos de mando 35 
y 36 están aislados de las regiones de canal mencionadas en 
un ouerpo semiconductor de silicio por capas de óxido de si- 

20' lioio insertas en el cuerpo de silicio.
Las capas de óxido insertas 37 son visibles entre 

. ; los eleotrodoa y en torno a ellos.
Bn la figura 4 el electrodo de mando 35 se muestra 

con la capa de óxido da silicio 48 sobre la región de canal 
25^- 46 en el cuerpo de silicio 44.
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El material de partida para la fabricación del citado 
elemento de circuito es una pastilla de silicio de tipo n, en 
la que se forma un gran número de elementos de circuito y. * 
cuya pastilla se subdivide después en elementos separados^

5 La superficie de un cuerpo da silicio 44 para un ele­
mento. de circuito, que so ha de formar es provista de la ma­
nera usual de una capa, de enmascaramiento 11 resistente a -los 
agentes de ataque químicos y á la oxidación que consta de - 
una capa de oxido de silicio de 0 , 0 7 da espesor y una capa 

10 de mitruro de. silicio de 0,15^  de espesor y, encima de esta 
última, una oapa de éxido de silicio de 0,4^  de espesor - 
(véase la figura *}). La capa de oxido, últimamente mencionada 
es cubierta con una capa de fotobarniz 12 resistente a los 
agentes de ataque químicos en el lugar que esté denotado por 

15 el reoténgulo que tiene las esquinas 1', 2*, 3' y 4', en el 
cual esté embutido* el rectángulo que tiene la esquinas 3' t"
6', 7' y 8*, Por medio de métodos usuales se eliminan las 
partes de la oapa de éxido superpuesta no oubiertas por la 
oapa da fotobarniz, después de lo oual se elimina la capa - 

20 de fotobarniz 12. La oapa de nitruro es atacada químicamen­
te por medio de la capa de oxido situada encima de ella en 
oalidad de enmascaramiento, y después se ataoa químicamente 
la oapa de éxido situada debajo de la oapa de nitruro. La 
capa de éxido situada sobre la oapa de nitruro no se alimi- 

25 na por completo.
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Por medio de la capa 11 de oxido-nitruro-oxido en 
calidad de capa de enmascaramiento resistente a los agentes 
químicos y a la oxidación se somete el cuerpo de silicio a - 
un tratamiento conocido de ataque químico y en el cual se ob—

5 tienen rebajos de aproximadamente 1. de profundidad en el 
cuerpo de silicio, a saber, fuera del rectángulo (1*, 2*,
3',*4') y dentro del rectángulo (5'ü 6'? 7', 8'). la capa de 
silíaio situada debajo de la capa 11 de enmascaramiento - 
áxido-nitruro-oxido se ataca lateralmente por vía química,

10 también en aproximadamente .1. , formándose bordas de la
capa , de enmascaramiento que sobresalen por-encima .de los - 
rebajos..

.Cuando en presencia de los bordas mencionados debe 
someterse la superficie de silicio químicamente atacada a un 

15 tratamiento de oxidación, se forman grietas"en la*superfi­
cie de la capa de enmascaramiento, en particular allí donde 
los.bordes forman ángulos grandes, por ejemplo ángulos de 
aproximadamente 270S, és decir, ceroa de las esquinas 5",
6', 7' y 8', en las que las grietas que se forman en una es- 

20 quina.dada alcanzan las grietas que se forman en otra esquina, 
lo cual, como se describirá más adelante, presentará proble- 

.* mas en procesos subsiguientes o durante el funcionamiento del 
elemento de circuito fabricado.

Por consiguiente, de acuerdo con el invento los bor- 
25,"-- des de la oapa de enmascaramiento 11 que sobresalen por en-
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olma da los rebajos se eliminan después del tratamiento 
de ataque químico y antes del tratamiento -de oxidación.

Según la,realización preferida que se ha de 
describir, la eliminación se lleva a-cabo por medio de 
un tratamiento de ataque químico que es específico para - 
dicha capa.- - , . '. ,

En esta realización, la parte del aborde si­
tuada debajo de la capa de nitruro de silicio que consta 
da óxido de silicio se elimina por medio de un agente de 
ataque químico usual. La parte del borde que.consta de 
nitruro de silicio se elimina después por un tratamiento 
da ataque químico en una solución de acido fosfórico a 
1803C. Finalmente, el borde de la capa de óxido de sili­
cio superpuesta se elimina-por ataque químico, disolvién­
dose el borde de dicha capa dos veces más rápidamente que 
el resto de dicha oapa. ,

Cuando se ha disuelto el borde, el espesor del 
resto de la oapa de óxido de silicio superpuesta es aproxi­
madamente de 0,1

Por medio de la oapa de enmascaramiento 11 de - 
óxído-nitruro-óxido ae somete después el cuerpo semicon- . 
ductor 44 al tratamiento de oxidación, en el que se forma 
de una manera usual una oapa de óxido 41 (véase la figura 
4) de de espesor en aproximadamente 16 horas, cuya sur 
perfioie está aproximadamente al mismo nivel que la super-
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fieie 3e silicio no sometida a ataque químico* El cuerpo 
semiconductor se enmascara después (véase la figura 2) en 
la zona del rectángulo 9* 10', 11', 12̂  y la parte rectan­
gular no enmascarada de la capa-de enmascaramiento 11 que 
incluye las esquinas 12', 11', 3' y *4', y la parte con las 
esquinas 1'2°, 10' y 9' se eliminan de una manera usual. 
Durante el ataque químico de*las capas de oxido desde la 
capa de enmascaramiento de óxido-nitruro-oxide el espesor 
de la capa de oxido inserta 41 disminuye relativamente solo

10 un poco. En las partes ahora expuestas del cuerpo de silicio 
se. difunden después regiones de alimentación y de salida de 
tipo p (12, 11, 3, 4 y 1, 2, 10, 9 en la figura 3, corres­
pondiendo a 42 y 43, respectivamente, en-la figura d) por 
medio de las capas de éxido insertas y las partes-restantes

15' ' de la capa de enmascaramiento de oxido'-nitruro-oxido en ca­
lidad de enmascaramiento.

Sin la eliminacién de los bordes se podrían - 
haber formado grietas continuas en la capa de enmascaramien- 

- to da éxido-nitruro-éxido durante el tratamiento de oxida-
20 " olén, como resultado de lo cual podría producirse cortocir­

cuito entre las reglones de alimentaolén y de salida después 
de la difuslén, lo que no ocurre cuando se eliminan los bor­
dea. Después de la dlfusién de las regiones de alimentaolén y 
de salida 42 y 43 se somete otra véz el cuerpo de silicio 44

25-- a un tratamiento de oxidaoién, durante el cual se forma tam-
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bien una capa 3e óxido relativamente gruesa 45 sobre las 
regiones difundidas de alimentación y de aalida 42 y 43) 
y el espesor de la capa de óxido 41 ya-presente aumenta - 
todavía ligeramente. El aislamiento del electrodo de;man- 

5 do se obtiene eliminando.los*restos dé-la capa de óxido y 
de la capa de nitruno de'la oapa de enmascaramiento 11 de. 
óxido-nítruro-oxido en la zona de los rectángulos 9') 5") 
8', 12* y 6* ¿ 10', 11'., 7' en la figura 2¿ después de lo 
cual las parteé restantes 48 de la capa de óxido contigua 

10 al cuerpo de silicio 44 constituyen.el aislamiento del* - 
electrodo de mando.

Las,regiones difundidas 42 y 43'son provistas ; 
finalmente da una manera usual de electrodos de alimenta­
ción y de salida 33 y 34, y el*aislamiento de eleotrodo de 

15 mando 48 es provisto del electrodo de mando 35-(y 36 en lar 
figura 3)̂

El invento no está limitado al ejemplo anterior­
mente descrito.-Por ejemplo, el cuerpo semiconductor puede 
consistir en carburo de silioio. En lugar de una oapa de . 

20 óxido de silioio puede utilizarse una oapa de silioio poli- 
cristalino sobre la oapa de nltruro de silioio de la oapa ' 
de enmascaramiento. Puede utilizarse también una capa de 
óxido de aluminio en calidad de capa de enmascaramiento re­
sistente a los agentes de ataque químicos y a la oxidación^ 

25 Bata solicitud que corresponde a la presentada
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en Holanda, el 2 de Octubre de 1971, bajo el Ns. 7113561, 
se acoge a los beneficios del artículo 51 del vigente es­
tatuto sobre Propiedad Industrial.* ,¡

5

- ' - ' - -REIVINDICACIONES -

10

Los puntos de invención propia y nueva, que se 
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten­
te de Invención en España, por VEINTE años, son los siguien- 

15 tes:
1.- Un mótodo de fabricar un dispositivo semicon­

ductor, en el que un cuerpo semiconductor es provisto en un 
lado de una oapa de enmascaramiento resistente a los agentes 

- - - de ataque químicos y a la oxidación, y el cuerpo semicon-
20" duotor es sometido a un tratamiento de ataque químioo por

medio de la oapa de enmascaramiento para obtener rebajos en 
J \  el cuerpo semiconductor y a un tratamiento de oxidación, ca-

- raeterizado porque los bordes de la capa de enmascaramiento
. . que sobresalen por enoima de los rebajos se eliminan después
25 del tratamiento de ataque químico y antes del tratamiento
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de oxidación,
2. - Un método según la reivindicación 1, car- 

racterizado porque los bordes de la capa de enmasaara- 
miento forman en la superficie de la misma al menos un 
ángulo que es mayor de 180 s,'

3. - Un método según la reivindicación 2, ca­
racterizado porque el ángulo es aproximadamente de 2703.

4*- Un método según cualquiera de las reivin­
dicaciones 1 a 3) caracterizado porque los bordes sa­
lientes de la capa de enmascaramiento se eliminan por 
medio de un tratamiento de ataque químico que es espe­
cífico para dicha capai

5*'- Un método según cualquiera de las reivin­
dicaciones 1 a 4) caracterizado porque se utiliza una 
capa de enmascaramiento que contiene nitruro de sili­
cio*'

6*- Un método de fabricar un dispositivo se­
miconductor*

Tal y como se ha descrito en la memoria que 
anteoede, representado en los dibujos que se acompa­
ñan y para los fines que se han especificado*
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25

Bata Memoria consta de dieolseis hojas escri­
tas a máquina por una sola cara#

Madrid, 25 1973
P.A.:

A!be¡
Par Pod
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